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He r:tallarg VEB Mikroelektronik ,.Karl Marx” Erfurt

Der Gchaltlreis U 2316 D ist ein maskenprogrammierter Pestwertspeicher (ROU) in n-Kanal-
Silicon-Gate-Technologie mit einer Speicherkapazitlit von 16384 bit. Der Zugriff erfolgt

wahlfrei in der Organisation 2048 x 8 bit. Der Ruﬂ-snhnlttui- ist in einem 24poligen
DIL=-FlastgehHuse untergebracht.
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3ild 1: AngchluBbelegung wnd Schaltungskurzzeichen



Bezeichnmung der Anschlilsse .
AO . o0 A0 AdreBleitungen - OF Datenausgang-Freigabe

DO .veD T Datenleitungen ~ TE, CS Chipaktivierungsein-
. ghinge _
Eurzcharakterigtik U 2316 D

= Maskehprogrammierter Fntwnrtnpo;l.olior (ROM) mit einer Speicherke~
pazitit von 16384 bit in der Organisationsform 2048 x 8 bit.

- Im Ruhesustand (stendby) sinkt die Stromeufnahme auf ce. 30 %, die
Ausgiinge sind hochohmig.

= Zur Erleichterung der Zusammenschaltung mehrerer Schaltkreise zu -
griberen Spl:lcharknmplam ist ein programmierbarer - GS-Eingmg VOor=
gesehen.

- :D:I.n Bestellung des Bitmusters hat nach dem m-lerkltandlrd
FS' 457.21 zu erfolgen.

\
Funktionsbesohreibung _
Der Schaltkreis U 2316 D ist ein maskenprogrammierter Festwertspei=-
cher (ROM) in n-Kanal-Silicon-Gate-Technologie mit einer 5paiuharka- :
pazitéit von 16384 bit.
Der Zugriff erfolgt wahlfrei in der Organisationsform 2048 x 8 bit.
Zur Auswehl des geforderten Datenbyte stehen 11 AdreSeingilnge
(A O «ee A 10) zur ?drfii_guns. Die Aktivierung des Schaltkreises er-
folgt mit dem Eingeng CE. Im Ruhezustand (standby), CE = UIH} sinkt
die Stromaufnahme auf ca. 30 % des im susgewihlten Zustand erforder-
lichen Wertes und die Ausgiinge sind hochohmig. Bei CE = u-II. wird das
Chip aktiviert.
Zur Steuerung des Zustandes der Ausginge ist weiterhin der Eingang OF
vorhanden, Bei aktivierten Chips werden mit OE = UII. die Ausgiinge .
freigegeben. )
Zur Erleichterung der Zusammenschaltung mehrerer Schaltkreise zu
gréSeren Speicherkomplexen ist ein programmierbarer CS-Eingang vor-
gesehen. Der Anwender kenn vorgeben, bei welcher Belegung von CS
( 0,1 oder x ) die Ausgiinge ektiviert werden und somit direkt en die-
sen Eingeng die hdherwertigen AdreSleitungen emschlieBSen. x bedeutet,
daB der Chip bei beliebiger Belegung des CS=Einganges mit H- oder
L=Pegel immer sktiviert ist.
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Fallse sich der Schaltkreis durch en:npranhandi Beschaltung von CS
nicht im aktivierten Zustand befindet, sind die Ausgiinge hochohmig.
Dabei wird kein Ruhezustand eingenommen (im Gegensatz zum Eingang
CE). .

Die Eingiinge des U 2316 D sind mit integrierten Gateschutzelementen
versehen. Ausgangsseitig ist der: Schaltkreis 1n.dar-ngi. zwei TTL=~
Lasten oder 8 I-S-M-Lutan zu treiben. Die Bestellung eines Bit-
musters hat nach dem MME-Werkstandard zu erfolgen. Das jeweilige
Bitmuster wird durch eine dreistellige Kennzahl angegeben, die der
Typbezeichnung nngufuét ist. Sie wird ebenfalls auf dem Gehduse auf-
gestempelt. Die Festlegung der Bitmusterkemnzahl erfolgt durch den
VEB Mikroelektronik "Karl Marx" Erfurt - Stammbetrieb -. Bei der
Schal tkreisbestellung ist die Kennzahl mit anzugeben.

Grenzwerte
(Spannungen auf Ugg = O V bezogen)
Kemnwert Kurz- v min. MAX s Einheit
' zeichen

Z Ba-brinﬁnipmm.s Use =0,5 T v
Eingangsspannung UI -0,5
Gesantverlust- Piot 1 "W d
leistung ; : : :
Lagertemperatur A stg =55 125 b
Lastkapazitit cp : 5 P

Dieses Datenblatt gibt keine Auskunft iiber Liefermdglichkeiten und
beinhaltet keine Verbindlichkeiten zur Produktion. Die sﬂlt:.‘ge Ver-
tragsunterlage beim Bezug der Bauelemente ist der Typst .
Rechtsverbindlich ist jeweils die Auftragsbestitigung.

Anderungen im- Zuge der technischen Weiteremtwicklung vorbehalten. .

- Die Behandlungsvorschriften fiir MOS-Bauelemente sind unbedingt ein-
:uhﬂtan, da mﬂam:rmn eine Reklamation nicht anerkennt werden
ann.
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Tlld 3: Gehiuseabmessungen
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